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雑音,低周波数域における了2型雑音,いくつかの特性的な周波数における雑音である｡これ

らの雑音について考えられる原因及び可能な対策を論じる｡次にSQUID･NMR法を液体4H｡

温度 (1.3-4.2K)の3H｡に適用し,種々の測定 (パルス法,定常的及び過渡的CW法 )を

行なうのに必要な技術,問題点を記述する｡またこの温度域の応用例として 3H｡のスピン-格

子緩和時間 rlの測定を記すo静磁場0･1Tの下で密度をほぼ一定に保った 3HeのTlは90秒

前後である｡

SQUID･NMR法を効果的に応用するためには,その性能が十分発揮される超低温-温度域

を拡張することが必要であるが,その前段階として小型の稀釈冷凍機を新たに製作した｡少し

異常があるため無負荷時の最低到達温度は150mK,冷凍能力は200mKで20㌦Ⅳにとどまる｡こ

こではこの稀釈冷凍機の製作について報告する｡
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常温常圧下から高温高圧下の超臨界領域まで,大幅に密度を変えた際の液体 Hgの熱力学性

質と電子輸送現象の相関を調べるために,密度 dと電気伝導度 Oの同時測定を行なった｡測定

は,Arガスを圧力媒体とした内熱型高圧容器を用い,超臨界領域を含む1600oC,2300hlr

三での温度 ･圧力範囲で行なった.密度の測定は,新たに開発した膨張計法を涌いて行なった｡

得られた等密度線を温度一圧力平面上にプロットすると,測定範囲内でほぼ直線に近似でき

ることがわかった｡その傾きは,密度の低下とともに次第に減少していき,ほぼ5.5g/cm3で

飽和蒸気圧曲線の延長上に近づく｡見積られたHgの臨界定数は,臨界温度 ㌔ -1480±3℃,

塩界圧力 Pc=1660±20bar,臨界密度 d｡-5･6±0･4g/cm3であるO密度の圧力 ･温度依

存性から,等温圧縮率 βT･熱膨張係数 αpの臨界点近傍での密度依存性が得られた｡

電気伝導度の一定圧力下での密度依存性は,d～9g/C適で0-400(Bcm)~1から,d～4

g/cm3で0-10~2(9cm)-1-と急激に減少する｡また熱起電力Sは,密度の減少とともに半

導体的な大な負の値をとるようになるが,さらに密度を減ずると突如正の値-と変化する｡こ

の急激な変化の起こる密度は,圧力によらず約 4.6g/cm3で,その領域はほぼ飽和蒸気圧曲線

JT'延長上にあることがわかった｡
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